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1．背景と研究目的 

 SiCは次世代パワーデバイス材料として、期待されている。SiC結晶の品質は、デバイスの性能や

歩留まりに直結するため、高品質化が求められており、結晶評価手法が重要となる。放射光X線ト

ポグラフィでは転位の位置や種類を同定することができるが、放射光施設での実験が必要であるた

め、全数を検査するような方法としては適していない。そこで、我々は偏光顕微鏡による転位の評

価に着目をしている。本実験では偏光顕微鏡像とトポグラフィ像を比較することを目的としている。 

 

2．実験内容 

偏光観察と、X線トポグラフィおよびエッチングによる転位密度の評価結果を比較するために、

市販の4インチSiCウエハのX線トポグラフィ観察を行った。また溶融KOHエッチングを行った。 

 

3．結果および考察 

X 線トポグラフィ観察と KOH エッチン

グを比較したところ、貫通転位の位置に角

の取れた六角状のエッチピットが形成し

ていることが確認できた。また、エッチピ

ットの数を円検出のアルゴリズムによっ

て数えることによって、貫通転位密度の分

布を Fig. 1のように可視化した。これらの

結果と、偏光観察の結果を比較することに

よって、偏光観察による貫通転位密度の評

価が可能かを定量的に評価することが可

能となった。 
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Fig.1  市販の 4 インチ SiC ウエハの貫通転位
密度の分布図。 


